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(54) Sp'ﬁsob ovplyviiovania koncentracie volnych nosicov naboja
v objemovych polovoditovych materialoch

Vynalez sa tyka spdsobu ovplyvilovania koncentracie volnych nosi¢ov néboja v objemovych polovodico-
vych materialoch s heusporiadanou struktirou za titelom ziskania prechodov analogickych k PN prechodu
v krystalickych polovodicoch. ~ 4

V sadasnej dobe pri vyrobe polovodicovych siiciastok sa pouzivaji krystalické polovodi¢ové materialy.
Polovodidové materialy s neusporiadanou 3truktirou v objemovom tvare pre vyrobu takychto stciastok
dosal neboli pouzité. Oproti krystalickym polovodidom poskytuju polovodice s neusporiadanou Struktirou
mo¥nost vyuZitia kvalitativne novych javov. Zatial je znama jedna progresivna metoda pripravy prechodu
na polovodivom Si s neusporiadanou $truktirou — metddu dutnavého vyboja. Touto technikou sa po-
merne pracne dokéaZe ovplyvnif objemovy naboj, ale len na tenkych vrstvach kremika. Iné pripravy precho-
dov v polovoditovych materialoch s neusporiadanou $truktirou nie si v stcasnosti zname. Existujiuca
metoda ma th nevyhodu, Ze umoZituje ovplyviiovat objemovy naboj len na tenkej vrstve polovodica (malé
vykony). ‘ '

Tuto nevyhodu odstrafiuje sposob ovplyvitovania koncentracie volnych nosiov naboja v objemovych
polovodigovych materialoch s neusporiadanou 3truktrou podfa vynalezu, ktorého podstata spociva v tom,
e sa na polovodi¢ s neusporiadanou Struktirou v objemovom tvare pdsobi integralnou hustotou toku
rychlych neutrénov v rozmedzi 10° az 10%° n cm™ %

Pri konstrukcii polovodiovych prvkov z polovodivych materialov s neusporiadanou Strukturou sa
pouzivaji latky, ktoré prudkym ochladenim z kvapalného stavu ,zamrzna“ a nestacia vytvorit krystalicku
usporiadanti §truktaru. Takato neusporiadané $truktara je charakterizovana poriadkom na blizku vzdiale-
nost, ale usporiadanost na velki vzdialenost neexistuje. Nasledkom bombardovania rychlymi neutréonami
dochadza k preusporiadaniu atomov v objeme materialu, &im sa menia charakteristické elektrické parametre
latky, vyrazne najmi elektricka vodivost. Jedna se tu teda o zmenu elektrickej vodivosti latky v dosledku

posobenia neutrénov na polovoditové latky s neusporiadanou struktirou. Vzhladom na amorfni Struktaru
defekty vytvorené rychlymi neutrénmi su ¢asovo a tepelne stale a tym aj vodivostne zmeny su tieZ ¢asovo
a tepelne stale.
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Pokrok metddy ovplyvilovania objemového naboja v polovoditoch s neusporiadanou Struktirou na-
sledkom bombardovania rychlymi neutrénmi je v tom, Ze sa roziruju moZnosti aplikécie pri vyrobe polo-
vodigovych prvkov z materialov s neusporiadanou $truktdrou, s novymi vlastnostami v lubovolnom objeme |
materialu. , :

Na priloZenom vykrese je vynesena zavislost mernej elektrickej vodivosti ¢ od integralnej hustoty neutré-
nového toku @. Grafy s vynesené pre materialy GeS, ; + 0% Cu — graf 1, GeS, ; + 1% Cu — graf 2.
a GeS, 5 + 3% Cu — graf 3. Z grafov je zrejme, %e pre material GeS; s + 0% Cupri # = 5.10'" ncm ™2
je minimum elektrickej vodivosti, pric¢om pre materialy GeS; s + 1% Cu a GeS, 5 + 39 Cu existuje pre
th istt hodnotu toku ¢ vyrazné maximum. Rozdiel hodnét elektrickej vodivosti Ao je aZ 10 radov.

Priklad 1
Pri vyrobe PN, NN*, PP* prechodov (di6dy) moZno ako vychodzi material vyrobif ingot, ktory je z jednej
strany prevazne GeS; s + 0% Cu, z druhe;j vodivejiej strany GeS, s + 39 Cu. Po oZiareni takéhoto ingotu
rychlymi neutrénmi tokom & = 107 n cm™? sa ziska material s polovodivymi vlastnostami s vyraznym
gradientom koncentracie volnych nosi¢ov naboja. Dosiahne sa zmena elektrickej vodivosti o 10 radov. Na
obrazku je tento stav znazorneny vzdialenostou A. ;

Priklad 2

Iny spdsob vytvorenia takéhoto polovodivého prechodu je oZiarenim homogénneho ingotu napr. GeS, 5 +
+ 3% Cu tak. Ze jeden koniec ingotu nebude oZiareny a druhy bude oZiareny napriklad tokom & =
= 5.10" ncm™° Tym sa dosiahne zmena elektrickej vadivost: v objeme vzorky o 6 radov. Na obrazku
je tento stav znazorneny vzdialenostou B.

PREDMET VYNALEZU

Spdsob ovplyvitovania koncentracie volnych nosi¢ov naboja v objemovych polovodi¢ovych materialoch

s neusporiadanou §trukturou vyznadujuci sa tym, %e sa na polovodi& s neusporiadanou §truktirou v obje- |

movom tvare pdsobi integralnou hustotou toku rychlych neutrénov v rozmedzi 10° a% 102° ncm ™2

1 vykres
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